












第 2 8 5 2 号
昭和 48 年 5 月 22 日
基礎工学研究科物理系




































第 5 章では、 ZnSe-SnO z ヘテロ接合での注入発光を見い出し、スペクトルの温度及び注入電流依
存性の解析から青色領域での発光中心を考察している。その結果は、低温での青色領域の発光が束縛
励起子の消滅に依るものと、 ドナー・アクセプタ対聞の遷移に依るものと考えるのが妥当で、あること
を提唱している。
? ?つd
第 6 章は、本論文の結論として上記各章の結果をまとめ、本研究の結びとしている。
論文の審査結果の要旨
本論文は、 ZnSe 半導体のエレクトロオプテイカル効果、注入形エレクトロルミネッセンス効果お
よび、光電特性について調べた一連の実験から、この材料の光物性と電子帯構造を解明したものである。
従来、 ll-N族半導体の電子帯構造は、主としてホトルミネッセンス効果などから部分的な知見が得
られていたが、本研究のように幾つかの異なった方法を用いて系統的にその全貌を明らかにした例を
みない。とくにエレフトロリフレクタンス効果によって確定された励起子やスピン軌道分裂などのエ
ネルギ-値は、これまで明確にされていなかったものである。また、 ZnSe-SnOz ヘテロ接合を作製
し、その順方向領域において注入形発光を思われるエレクトロルミネッセンスを発見し、この種の発
光が注入電流によって簡単に制御できることを利用して、発光スペクトルの温度および注入レベル依
存性を測定し、その解析から発光中心の性質を明らかにしたことは、 ll-VI族半導体では初めての試
みであり、有意義な研究成果といえる。
よって、本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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